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１．概要（Summary） 

GaN パワーデバイスと Si デバイスの集積化に向けて、

GaN/Si(111) 基 板 と Si(100) 基 板 の 接 合 技 術 、

GaN/Si(111)基板と Si(100)基板接合後の Si(111)基板

の薄層化技術の研究を進めている。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

広島大学:エッチング装置(Si 深堀用) 

NIMS: 原子層堆積装置 

北九州産業学術推進機構 共同研究開発センター：プラ

ズ マ CVD 装置、マスクアライナ 

九州工業大学マイクロ化総合技術センター：プラズマ

CVD、Deep RIE  

【実験方法】 

 九州工業大学マイクロ化総合技術センターでプラズマ

CVDにより SiO2をGaN/Si(111)基板上に、同様に、北九

州産業学術推進機構(FAIS)で Si(100)基板上にプラズ

マ CVDにより SiO2を堆積した後、プラズマ CVD SiO2

を CMP(Chemical Mechanical Polishing)により、平

坦化する。その後 NIMSの原子層堆積装置で Al2O3を

堆積し (Fig.1(a),(b))、室温の表面活性化接合により

GaN/Si(111)基板と Si(100)基板を接合した[1]。その後、

Si(111)基板を研削・研磨、CMP により GaN/Si(111)基

板を薄層化した後、広島大学のエッチング装置( Si 深堀

用)または九州工業大学マイクロ化総合技術センター)の

Deep RIE を用いて Si(111)基板を薄層化した(Fig.1(c))。

また、一部試料については DEEP RIE で Si エッチング

後、フッ硝酸によるエッチングを行った。現在、条件を変

えて試料の作成を進めている。同時に加工した試料をラ

マン分光装置や断面 SEM観察を行っている。  

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Si(111)基板を SF6のみで除去した場合、基板表面に

凹凸ができるが、Boshプロセスで除去すると凹凸はみられ

ない。 

Fig.1 Process flow. 

 

Si(111)基板が 35μm 程度残っているとラマン分光で

GaNからの信号が得られないことがわかった。 

４．その他・特記事項（Others） 
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